Strukturbildung und Simulation technischer Systeme

Beispiel Strukturbildung und Simulation Simulationen
zu Kapitel 10 technischer Systeme mit SIMApp
http://strukturbildung-simulation.de/
Dieses Kapitel behandelt dieThemen-Bereiche: Hall-Effekt, Photometrie, Photo-Voltaik
und die Temperatur-Messung.
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Kurzbeschreibung: Diagramm: o
Mittels Photo-Diode soll ein Belichtungs-Messer (Lux-Meter) gebaut werden. D.as Faltungs-.!ntegral = - [
N . . . S die spektrale Uberlappung N 1A
Das Lux(Ix) istdie Einheit der visuellen Beleuchtungs-Stérke E. D.h., sie ist : 1 !
o : . _ des abgestrahlten Spektrums ~ ®= i 1
entsprechend der Empindlichkeit des menschlichen Auges bewertet (=gefaltet). ) ; ; 0. I |
. R . . - einer Licht-Quelle mitder a5
Photo-Dioden erzeugen Photostrome i.Phot, die der Bestrahlungs-Intensitat N . or | H
. . L o . spektralen Empfindlichkeit g5
des Sensors proportional sind. Um sie in Ixkalibrieren zu kbnnen, muss zuerst N 1
. s . s des Sensors. : ‘
die Bestrahlungs-Inensitat berechnet werden. Das erfolgt mittels Division der Simulierte M e oo
Beleuchtungs-Starke E durch die Empfindlichkeit des Auges (Entfaltung). In imufierte Viesswerte. !
einem zweiten Schritt muss die Quellen-Intensitat mit der Empfindlichkeit des Int Senf(Wicn?) 4186 aoe !
Sensors multipliziert werden (erneute Faltung). Das Ergebnis ist die vom ntOu/(EWicn®) 34834 ot
Sensor gesplrte Intensitat. Daraus wird der Photo-Strom mit dem vom Hersteller - - oz
angegebenen Strahlungs-Parameter k.Str berechnet. El 100 0. \
Das Verhéltnis i.Pho/E ist die zur Kalibrierung benétigte Sensor-Empfindlichkeit S|  [-S&niiA 41,88 -
Die zur Berechnug bendétigten Faltungs-Integrale wurden vorher fiir alle interes- Empfindlichkeit: s | |Wellenldnge/pm
siernden Kombinationen von Quellen und Sensoren durch Simulation bestimmt. m_p indlichket (EO0 0 200 400 GO0 800 1000 1200 1400 1500 100
S=i.Sen/E=0,42pA/Ix Faltungs-Integral
. J

http://strukturbildung-simulation.de/ - axel.rossmann@hamburg.de

Kapitel 1 Apr 2013



http://strukturbildung-simulation.de/
mailto:axel.rossmann@hamburg.de

Strukturbildung und Simulation technischer Systeme

Kapitel 1 Apr 2013



